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紫外レーザは医療・バイオ・環境分野等幅広い応用が期待され実用化が望まれている。本グループで

は、UV-B LDの室温動作を実現した。この実現において重要なブレークスルーは Al組成傾斜 p型 AlGaN

組成傾斜クラッド層による大電流密度動作と光共振器の形成である。今後、UV-B LD の低抵抗化はデバ

イス性能向上に向け非常に重要な課題となると考えられる。本研究では、p 型 AlGaN 組成傾斜クラッド

層の膜厚に対する Al組成変化率およびMgドーピング濃度を変化させ、デバイスにおける抵抗値や立ち

上がり電圧の依存性を系統的に評価した。 

作製した試料の Al 組成のダイヤグラムと p 型 AlGaN 組成傾斜クラッド層にドーピングした Mg 濃度

を図 1に示す。p型 AlGaN組成傾斜クラッド層の初端 Al組成が異なる 1～0.6の範囲で 4種類作製した。

また、各層のアンドープとMg濃度が 3×1019cm-3ドーピングされた 2種類作製し、計 8種類の試料を作

製した。このデバイスをプロセスし電流密度－電圧特性を室温・パルス駆動で評価した。その結果を図 2

に示す。Al 組成が 1 の試料はクラックが多数導入されてしまったため良好な電流密度－電圧特性が得ら

れなかった。また、低 Al組成のサンプルよりも高 Al組成のほうが、Mgドーピングした試料よりもアン

ドープの方が良好な電流密度－電圧特性を示し、立ち上がり電圧の低減が確認された。これらの結果は、

UV-B領域の半導体レーザを作製する上で非常に重要な情報となると考えられる。 
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図 1 作製した資料の構造 
図 2 電流密度－電圧特性 
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